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Досягнення в області застосування телекомунікаційних (ТК) технологій надають 
змогу створювати апаратуру з високими функціональними можливостями та – 
питомими массогабаритними показниками (ПМГП). Для забезпечення цих вимог ТК 
апаратуру потрібно оснащувати високоякісними, енергоефективними та 
технологічними джерелами вторинного електроживлення (ДВЕЖ). 
Тенденцією останніх десятиліть в області ДВЕЖ є збільшення робочих частот 
перетворювачів задля досягнення кращих ПМГП, наслідком чого є зменшення їх 
об’єму та маси у телекомунікаційній апаратурі [1]. 
Для ДВЕЖ з ключовим режимом роботи основними є динамічні втрати, що 
обумовлені характеристиками активних і пасивних компонентів. Задля зниження 
рівня втрат розробники опрацьовують нові схемотехнічні рішення, удосконалюють 
елементну базу. Значний прогрес досягнуто в технології виготовлення активних 
компонентів перетворювальних пристроїв, які використовують, як швидкодіючі 
ключові і вентильні елементи (транзистори, діоди тощо). 
Одним з перспективних напрямків в перетворювальних пристроях є 
застосування широкозонних напівпровідників, таких як карбід кремнію (SiC) та нітрид 
галію (GaN) [2]. 
Їхні характеристики забезпечують зниження втрат під час перемикання, і тому 
вони матимуть більш високу питому потужність і ефективність перетворювачів енергії 
[3]. 
 
 
Задля визначення динамічного характеру транзисторів, а також впливу на  
спектр кондуктивних завад, проведено оцінення їх роботи в DC-DC перетворювачі, 
принципова схема якого наведена на рис.1 [4]. 
 
 
 
Рисунок 1 – DC-DC перетворювач зі схемою стабілізації імпедансу 
 
В результаті вимірювання, для проведення якого використано еквівалент 
мережі та осцилограф, отримано частотні спектри перетворювачів, складених із 
різними за технологіями силовими транзисторами, які наведено на рис.2 (рис. 2а – в 
діапазоні 0.1-30 МГц, рис.2б – 10-120 МГц). 
 
 
Рисунок 2 – Частотний спектр напруги на клемах перетворювача 
 
З рис. 2а випливає, що у смузі частот до 30 МГц рівні спектру майже однакові 
для типів транзисторів: Si IGBT, SiC MOSFET та GaN. 
У смузі частот 30…120 МГц (рис.2б) спектри завад перетворювачів на основі 
транзисторів типу Si IGBT і SiC MOSFET плавно знижуються від 85 дБ до 55 дБ. 
Натомість, у перетворювачах на основі транзисторів GaN спектр завад майже 
незмінний – на рівні 75±10 дБ. 
Таким чином, використання сучасних GaN Cascode транзисторів в 
телекомунікаційних пристроях є перспективним напрямом, проте для практичної 
реалізації необхідно попередньо застосовувати спеціальні заходи забезпечення 
електромагнітної сумісності (ЕМС) у колах електроживлення. 
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